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Напівпровідникові матеріали, які є робочими елементами приладів широко 
використовуються в сучасній техніці. Для різних обробок поверхні CdTe та 
твердих розчинів ZnxCd1-xTe перспективне використання йодвиділяючих 
розчинів, які володіють хорошими поліруючими властивостями і 
характеризуються низькими швидкостями травлення, що дозволяє 
контролювати процес обробки напівпровідникових матеріалів [1]. 
Метою дослідження є вивчення температурних залежностей на кінетику 
полірування поверхні напівпровідникових матеріалів на основі CdTe під час 
розчинення в системах на основі HNO3 – HI. 
Процес хімік-динамічного (ХДП) та хіміко-механічного розчинення 
(ХМП) поверхні напівпровідникових матеріалів відноситься до гетерогенних 
активаційних процесів. Для дослідження використовували CdTe та тверді 
розчини Zn0,04Cd0,96Te, Zn0,1Cd0,9Te загальною площею ≈ 0,5 см2, і товщиною – 
1,5-2 мм. Швидкість розчинення визначали використовуючи метод диску, що 
обертається, за зменшенням товщини кристалу до і після травлення 
годинниковим індикатором ІЧ-1 з точністю ± 0,5 мкм, причому розходження в 
вимірюваній товщині, як правило, не перевищувало 5 % [2]. Для приготування 
травильних композицій використовували 54 %-ву іодидну кислоту, нітратну 
кислоту, етиленгліколь, водні розчини тартратної, цитратної, лактатної 
кислоти, гліцерину всі реактиви марки «х.ч.». 
Температурна залежність швидкості хімічної реакції дає можливість 





aeCk /−= , 
де k – константа швидкості реакції, CE – передекспоненційний множник – 
частота зіткнень частинок, Еа – енергія активації процесу. 
Хімічне травлення є активаційним процесом, тому повинна спостерігатись 
лінійна залежність між lnCE та E, яка описується рівнянням: 
baECE +=ln , 
де а і b – постійні. 
З температурних залежностей швидкостей полірування грфічинми 
методом отримано значення уявних енергій активацій Еа процесу в 
йодвиділяючих травильних композицій та передекспоненційних множників CE 
в розчинах на основі HI та HNO3. Побудовою графічної залежності ln Cе = f (E) 
встановлено, що всі отримані значення описуються прямими лініями. 
Спостерігається кореляція значень ln CE та Еа, яка має вигляд лінійної 
залежності (рис. 1). Така залежність вказує на наявність компенсаційного 
ефекту [3]. 
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Рис. 1. Залежність передекспоненційного множника (СЕ) від уявної енергії 
активації (Еа) процесу розчинення CdTe, Zn0,04Cd0,96Te, Zn0,1Cd0,9Te в 
йодвиділяючих розчинах на основі HNO3 – Hi. 
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У випадку полірування досліджуваних напівпровідників йодвиділяючими 
розчинами дана залежність описується рівнянням:  
aE EC )002,00,036()046,01,497(ln ±+±=  
На основі отриманих даних встановлено існування компенсаційної 
залежності в активації хіміко-динамічного полірування монокристалів CdTe та 
твердих розчинів ZnxCd1-xTe в розчинах на основі HNO3 – HI, при чому дана 
залежність описується рівнянням прямої лінії. Встановлено, що на 
компенсаційну залежність впливає природа та склад розчинника, і відсутній 
вплив природи кристалу. 
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